INSTITUT ZA FIZIKU

Plazma |e cCetvrto agregatno stanje; najlakse ju je opisati kao Ionizirani plin. Moze se dobiti Ili
zagrijavanjem plina na visoke temperature Iili jakim elektrichnim poljem koje dovodi do ionizacije atoma |
molekula.

Proces u kojem ioni plazme bivaju elektrichnim
poljem ubrzani prema meti te s nje izbijaju materijal
Koji se onda naparava na okolne povrsine.
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* Transformator smo na primaru spojili na
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anodu i katodu. . TARGET (KATHODE)

izmjenicnu struju dok smo na sekundar spojili

* Izradili smo stalak za supstrat. Metoda magnetronskog rasprasenja

« U dnu staklenke smo izbusili rupe za

elektrodu te izlaz prema vakuumskoj pumpi.

« Radni plin: zrak
o Napon: 2 kV, DC
-+ Meta: bakar, aluminij

* Susptrat: staklo

Magnetronska plazma

Upotrebs magnetronskog rasprasenie

* Nanosenje finih slojeva metala na supstrat
* |zrada viseslojnih struktura
» |zrada visokorefletkivnin zrcala i optickih filtera

Bakreno zrcalo dobiveno magnetronskim rasprasenjem



